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Flussigkristaiischicht, die zwischen zwei Glasplatten angeordnet ist und eine positive dielektrische Anisotropic und 
eine anfangliche Deformation vom Spreizungstyp aufweist, ein ungefahr parallel zu den Platten ausgerichtetes 
elektrisches Feld angeiegt wird, dessen Starke uber einem fur den Freedericksz-Obergang notwendigen Wert liegt. 
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Verfahren zur Erzeugung eines Fliissigkristall-Bauelementes 
mit verdrillter Struktur 

Anwendungsgebiet der Erf indung 

Die Erfindung betrifft die Erzeugung von Pliissigkristall-Bau- 
elementen mit verdrillter Struktur, wie sie in der Elektronik 
und in Systeiaen zur Inf ormationsdarstellung benotigt werden. 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Es ist, wie von G. Porte in J. Physique 37 (1976) 1245, J38 
(1977) 509 und 39 (1978) 213 beschrieben, bekannt, Plussig- 
kristall-Bauelemente mit verdrillter Struktur zu erzeugen. 
Hiernach befindet sich zwischen zv/ei Glasplatten eine Flus- 
sigkristallschicht , die unter dem SinfluB der Plattenober- 
flachen so deformiert wird, daB die Ebene ihrer Deformation 
ungefahr senkrecht zu den Glasplatten liegt und die Neigung 
der Flussigkristallmolekiile nahe der einen Platte umgekehrt 
zu jener an der anderen ist. Um eine Verdrillung in eine 
180°-Struktur der Pliissigkristallschicht herbeizuf uhren, muB 
die Neigung jener Moleklile , die sich in der Nahe der Glas- 
platten befinden, eine bestimmte, gegenuber der Normalen zur 
Platte gemessene kritische Grofle iiberschreiten. Dies wird 
durch den gleichzeitigen SinfluB einer vorher auf die Plat- 
teninnenseiten auf getragenen Schicht einer oberf lachenaktiven 
Substanz und der beim Sinfullen entstehenden Plussigkristall- 
'.,3tromung auf die Orientierung der Pliissigkristallmolekule er- 
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werden kann und die so erzeugten Pliissigkristall-Bauelemente 
mit verdrillter Struktur uber die gesamte Plache stark ausge- 
pragte Inhoniogen.it at en aufweisen. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung sind Fliissigkristall-Bauelemente mit ver- 
drillter Struktur mit besseren Gebrauchseigenschaften. 

Darlegung des We sens der Erfindung 

Die Aufgabe der Erfindung best eh t darin, ein Verfahren zur Er- 
zeugung von Plussigkristall-Bauelementen mit verdrillter 
Struktur anzugeben, die sich durch gute Reproduzierbarkeit 
und Homogenitat uber die gesamte Plache auszeichnen. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dafi in bekannter Weise 
zwischen zwei Glasplatten eine Plussigkristallschicht ange- 
ordnet ist, die unter dem Einflufl der P-lattenoberf lachen so 
deformiert wird, da£ die Ebene ihrer Deformation ungefahr zu 
den Glasplatten liegt und die Neigung der PlUssigkristallmole- 
kiile nahe der einen Platte umgekehrt zu jener an der anderen 
ist. 

Erf indungsgemaB wird an die Plussigkristallschicht mit ne- 
gativer dielektrischer Anisotropic (a£<0) und einer anfang- 
lichen Deformation vom Spreizungstyp ein in Richtung zu den 
Glasplatten ungefahr parallel wirkendes elektrisches Feld an- 
gelegt, dessen Starke E den fiir einen Freedericksz-Ubergang 
notwendigen Wert B th ubersteigt. Auf diese Weise ist es mog- 
lich, gut reproduzierbare und uber die gesamte Plache homogene 
Plussigkristall-Bauelemente mit verdrillter Struktur zu erhal- 
ten. 


Ausfuhrungsbeispiel 

Nachstehend soil die Erfindung an einem Ausfuhrungsbeispiel 
erlautert werden. Wie Pig. 1 und 2a zeigen, ist zwischen zw 
Glasplatten 1 und 2 eine Plussigkristallschicht 3 mit negat 
ver dielektrischer Anisotropie ( A£ < 0) angeordnet. Unter d 
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EinfluB der Piatt enoberf lachen ist diese Schicht deformiert, 
wobei ihre Deformationsebene etwa senkrecht zu den Glasplat- 
ten .1 una 2 liegt. Die IJeigung der Plussigkristallmolekiile 
nahe der einen Platte ist umgekehrt zu jener an der anderen 
und ihre Orient ierung in der Schichtiaitte ist ungefahr par- 
allel zu den Glasplatten (Deformation vom Spreizungstyp) . 
Mittels der Elektroden 4, die in geeigneter Weise auf den 
Innenseiten der Platten angeordnet sind, wird an die Pliis- 
sigkristallschicht ein parallel zu den Glasplatten gerich- 
tetes elektrisches Peld angelegt. Ist dessen Peldstarke E 
grSBer als jene von geht diese Deformation vora Sprei- 

zungstyp in den Verbiegungstyp iiber (Pig. 2b), bei der die 
Orientierung der Moleklile nahe der Glasplatten erhalten 
bleibt, sie aber in der Schichtmitte nahezu senkrecht zu den 

Platten wird. Bei einer Peldstarke von E < E., oder beim 

xn 

Verschv/inden des Feldes (S = 0), relaxiert die Deformation 
vom Verbiegungstyp zu einer Verdrillung in eine 180°-Struk- 
tur der Pliissigkristallschicht (Pig. 2c). 
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Erf indungsanspruch 

Verfahren zur Srzeugung eines Fliissigkristall-Bauelementes 
mit verdrillter Struktur, bei dem sich zwischen zwei Glas- 
platten eine FlUssigkristallschicht befindet, die -outer dem 
SinfluB der Plattenoberf lachen so deformiert ist, daB die 
Deformationsebene etwa senkrecht zu den Glasplatten stent 
und die Neigung der Flussigkristallmolekule nahe der einen 
Platte umgekenrt zu jener an der anderen ist, gekennzeichnet 
dadurch, daB an die PlUssigkristallschicht mit negativer di- 
elektrischer Anisotropic und einer anfanglichen Deformation 
vom Spreizungstyp ein ungefahr parallel zu den Platten aus- 
gerichtetes elektrisches Feld angelegt wird, dessen Starke 
uber einem fur den Freedericksz-Ubergang notwendigen Wert 
liegt . 
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